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素子の電気特性測定評価のため, 層間絶縁膜 SiO2と

Ta／Al 積層膜を、RF スパッタリング装置を使用して形成

した。 

１．概要（Summary） 

 

（１）シリコン酸化膜 層間絶縁膜形成 
２．実験（Experimental） 

・基板 3 インチシリコン基板  
・装置 CFS-4EP-LL スパッタ装置 
・ターゲット材料 SiO2 
・温度 常温 
・スパッタ前クリーニング 無し 
・条件 0.5Pa Ar 9.5+ O2 0.5sccm RF 400W 20min 
・設計膜厚 SiO2 300 ±30nm 
 
（２）Ta /Al 積層膜形成 
・基板 3 インチシリコン基板 
・装置 CFS-4EP-LL スパッタ装置 
・ターゲット材料 Ta および Al 
・温度 常温 
・スパッタ前クリーニング 無し 
・条件 (Ta/ Al は連続成膜) 

Ta 0.3Pa Ar 10sccm RF 200W 30sec 
Al 0.5Pa Ar 10sccm RF 200W 28min 

・設計膜厚 Ta 5 ±0.5nm、Al 400 ±40nm 
 

Fig.1に上記仕様で作製した基板のAlおよびTa積層

膜ドライエッチング後の断面形状をしめす。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

SiO2、Ta および Al がそれぞれ 300、5、400 nm 程度

に膜厚形成されている。 
Ta および Al のカバレジも良好であり、下地 Si/SiO2間

および SiO2/Ta/Al 間の界面において剥離等は発生して

いない。 
 

 
Fig.1 The cross section SEM image after the Al dry 
etching process. 
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